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1 ANTECEDENTES DEL INVENTO

Ambito del Invento

El invento se refiere de manera general a ¢ircuitos
de deflexidn de haz electrdnico -para exploracién vertical, y

5 estd dirigido més particularmente hacia mejoras introducidas

en circuitos de deflexién vertical de haz electrénico del tipo
que tienen una etapa de salida constitqua por un amplifica~
i;,i  ' . dor push-pull de salida finica.

Descripeidn de la Técnica Anterior

En receptores de televisibn y otros aparatos que ubi-
" lizan dispositivos de rayos catdédicos para reproduccién de

imagen, se utilizan circuitos de deflexidn vertical y hori-

- zontal para la exploracié;Aelectrénica de campo y de linea
respectivamente. Se han propuesto varios tipos de circuito
,15 " de deflexién vertical. Uno de dichos circuitos de deflexién
vertical que se utiliza a menudo en razdn de su mayor rendi-

~miento, es un circuito transistorizado dotado de una etapa

~de salida la cual suministra una corriente en forma de diente

- de sierra auna bobina de deflexidn vertical, ¥y que tiene
20 , la forma de un amplificador push~pull de salida Unica. Sin
: embargo, los circuitos de deflexidén vertical propuestos an-
teriormente y cuya etapa de salida esté constituida por.un
amplificador push~pull de salida ftnica gastan energia inutil-
mente en razdn de 1la construccibén de su circuito. Por este
25'i' motivo, el rendimiento, es decir, la relacidén entre la ener-
gia de*salida aplicada al dévanado de deflexidn vertical ¥y
la energia suministraeda al circuito no aumenta mucho. .

RESUMEN DEI, INVENTO

El presente invento proporciona un circuito de deflexifn

30 vertical mejorado que incluye una etapa de salida del tipo de
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amplificador push-pull de salida tnica.

El invento proporciona ademis un nuevo circuito de
deflexién vertical que tiene una etapa de salida constituida
por un amplificador de tipo push-pull de salida lUnica que
funciona con un rendimiento més elevado.

El invento proporciona ademés un circuito de deflexién
vertical de tipo nuevo dotado de una etapa de salida consti-
tuida por un amplificador tipo push-pull de salida finica que
emplea diferentes tensiones de fuentes de energia en los pe-
riodos de exploracién y retorno respectivamente, para aumen-
tar el rendimiento.

El invento proporciona igualmente un cich?to de de-
flexidén vertical que tiene una etapa de salida constituida
por un amplificador del tipo push-pull de salida tnica que
utiliza un dispositivo de conmutacién para asegurar la con-
mubacién entre una primera tensidén de la fuente de energia
suministrada a la etapa de salida durante el periodo de ex-
ploracién y una segunda tensidn de la fuente de energia que
tiene un valor absoluto mis elevado que la primera tensidn
de la fuente deenergis durante el periodo de retorno.

Otras caracteristicas, objetos y ventajas del invento
podrén verse claramente en la siguiente descripcién tomada
conjuntamente con los dibujos que la acompaifian.

BREVE DESCRIPCION DE L.OS DIBUJOS

La figura 1 es un diagrama esquenftico del circuito
que representa un circuito de la técnica anterior para deflexidn
vertical que emplea una etapa de salida constituida por un am=-
plificador del tipo push~pull de salida dnica;

Las figuras 2A a 2C son diagramas esquemiticos de

forma de onda utilizados para explicar el circuito de la tée-
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nica anterior que se representa en la figura l;‘

Tia figura 3 es un diagrama de circuito esquemétice
que representa un modo de realizacidn del circuito de dflexidn
vertical de acuerdo con el invento;

Las figuras 44 a 4F son dlagramas de forma de onda
esquemdticos utilizados para esplicar el circuito de deflexién
vertical del invento segiin se representa en la figura 3;

Las figuras 5 y 6 son diagramas de circuitos esquemé-
ticos que representan otros modos de realizacidn del circuito
de deflexidn vertical del invento.

DESCRIPCION DE IOS MODOS DE REALIZACION PREFERIDOS

Para facilitar el entendimiento del invento, se des=-
cribiré en primer lugar &i ejemplo de la técnica anterior
con referencia a las figuras 1 y 2A a 2C.

La figura 1 representa una pérte de un circuito de
deflexién vertical de la técnica anterior que utiliza una
etapa de salida del tipo push-pull de salida Unica. En esta
figura, la referencia numérica 1l indica un circuito amplifica=-
dor tipo push-pull de salida tinica de un circuito de deflexién
vertical., Un par de btransistores Q 7 Q constituyen la etapa
de salida, Un terminal de entrada coméin 2 de ambos transisto-
res Ql y Q2 recibe una sefial de excitaéiodn Sl en forma de dien~
tes de sierre la cual estd sincronizada con el periodo de ba-
rrido vertical para conmutar los transistores Ql y Q2‘ De
este modo, como es bien sabido se produce una sefial (corrien=-
te) en forma de dientes de sierra y se suministra esta co-
rriente a una bobina de deflexidn Lp que estéd conectgdé a
través de un condensador C. al punto de conexidén comin 1, de

los transistores 97 Qg.

Con una disposicidn de circuito de este tipo del cir-
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cuito de deflexidn vertical de la técnica anterior, y tenien-
do en cuenta la tensién de emisor en el punto de conexidn ll,
tiene una forma de onda de tensidn S,y en cada intervalo dnico
de trama, y esta forma de onda tiene la forma de un impulso
durante el periodo de retorno Tr pero se transforma en una
onda lineal durante el periodo de exploracidn Ts, segin se
representa en la Figura 2A. En este caso, la tensidn méxima

E de la sefial de salida que se obtiene en el emisor del tran=-
sistor Q es inferior a la tensidén Eo de la fuente de energia
en razdn de la construccidén del circuito, por ejemplo la caida
de .tensidén de saturacibén del tramsistor Q, etc. Ya que la
bage del transistor Ql recibe la seflal de excitacidn Sl en
forma de diente de sierréasegﬁn se representa en la Figura 2C,
el transistor Ql es conductor durante el intervalo de btiempo
entre los tiempos tl ¥y t3' Por consiguiente, beniendo en cuen-
ta el consumo de energia en el transistor Ql’ su componente

de tensién es una porcién trapezoidal representada con som-
breado en la figura 2A, Mientras tanto, la corriente que fluye
a través del transistor Ql en este momento es aproximadamente
£ veces la sefial de excitacidn 819 siendo B el factor de ganan-
cia de amplificacién de corriente de transistor @, de modo
que la componente de corriente de la energia consumida en el
transistor Ql se transforma en una corriente 85 con una forma
de onda casi similar a la de la seflal de excitacidn 81 segin
se representa en la Figura 2B por medio del sombreado. Por
consiguiente, la energia P consumida en el transistor leasa

a ser un producto del valor de la tensidén representada en
sombreado en la Figura 2A por el valor de la corriente repre-
sentado en sombreado en la Figura 2B.

Desde el punto de vista de funcionamiento, el tran-
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sistor Ql conduce la corriente durante el intervalo de tiempo
que transcurre entre los tiempos tl Yy t5 segln se representa
en las Figuras 2A a 2C. Sin embargo, la porcidén de tensidn
que se representa en sombreado en la Figura 2A, particular-
mente, rodeada por lineas de puntos entre las tensiones Eb y
Eo' en la Figura 24 no se aplica al emisor del transistor Qp»
sino que se aplica entre el colector y el emisor del mismo,
es decir que esta tensidén no se utiliza. Por consiguiénte, el
consumo' de energia producido por esta tensidn en el transistor
Ql es un consumo inutil y por tanto reduce la eficacia de sa~
1ida del circuito de deflexidn vertical.

Tal y como se ha descrito més arriba, el circuito de
deflexidén vertical de 1am%écnica anterior presenta el incon-
veniente de que su rendimiento de salida es relativamente po-
bre,

: Tal y como se indicado antes, el invento tiene por
objeto evitar el inconveniente de la técnica anterior y pro-
porcionar un circuito de deflexidén vertical dotado de un ele-
vado rendimiente a la salida y de un consumo de energia inu-
til pequefio.

Si una fuente de energia o tensidén correspondiente a
la fuente de tensidn de la técnica anterior descrita en co-
nexién con la figura 1 se utiliza como primera fuente de ten-
sibn, la caracteristica principal del invento consiste en pro~
porcionar una segunda fuente de tensidn con un valor de tensidn
dotado de un valor absoluto mis elevado que el de la primera
fuente de tensién para accionar el circuito de deflexién ver-
tical cpn la primera fuente de tensidn durante el pefiodo de
exploracidn Ts,.y con la segunda fuente de tensidn durante el

periodo de retorno Tr' En tal caso, la conmubtacidn entre la
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fuente de tensidn se realiza por medio de un dispositivo de
conmutacibén a base de semiconductor tal como un rectificador
de silicio controlado (SCR), un conmutador controlado por
fuerza (GCS) o parecido. -

Se describird ahora con referencia a la figura 3 un
modo de realizacidén del circuito de deflexidén vertical segin
el invento. En el modo de realizacién de la figura 3 se uti-
liza un dispositivo GCS como dispositivo de conmutacién semi-
conductor. La etapa de salida del circuito esti constituida
por un par de transistores Qll Y Ql2 conectados a manera de
aplificador push-pull de salida Gnica. Un terminal de entrada
12, comin para las bases de los transistores Qqy ¥ Qo recibe
una sefial de excitacién é;.en'forma de diente de sierra. Un
yugo © bobina de deflexidén L est& conectado a través de un
condensador C a un punbo de conexi6n-111 entre los emisores
de los dos transistores Qll vy Qla' Se monta un GCS 18 de tal
manera que su &nodo esté conectado a una segunda fuente de
tensidén que tiene la tensién E, superior a una primera fuemte
de tensidn que tiene la tensibn Eqe Sﬁ cdtodo estd conectado
a través de un diodo 14 a la primera fuente de tensibn Eo. Un
diodo 15 estd intercalado entre la primera fuente de tensién
Eq Y el diodo 14, estando ambos diodos polarizados en el sen-
tido directo. La puerta del GCS 18 esti conectada a través de
un circuito diferenciador 16 al punto de conexidn lll con el
cual estd conectado un electrodo de un condensador Gl mientras
que el otro electrodo del condensador C1 esti conectado a masa.
Un condensador 02 estéd intercalado entre masa y un punto de
conexidn 1,, de los diodos 14 y 15,

Se describird ahora con referencia a lasFiguras 44 a

4F el funcionamiento del modo de realizacidm que se represen-
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ta en la figura 3. El terminal de entrada 12 recibe la sefal
de excitacidn S1 que sube bruscamente como se representa en
la Figura 4A, descrita mis arriba, Para facilitar la descrip=-
cidn, se representa en la figura & el estado del circuito en
el tiempo tl que corresponde en el momento en que elGCS 18
no es conductor, y este pﬁnbo constituird el punto de partida

de la descripcidn. Ya que el transistor Q;; pasa a ser con-

‘ductor bajo el efecto de la sefial de excitacidn S, en el tien-

Po ta, una corriente de deflexidn 8, que se representa en

la Figura 4B atraviesa la bobina de deflexién L. En tal caso,
sin embargo, la sefial de excitacidn Sl qué se aplica al tran-
sistor Q1 disminuye conforme el tiempo va transcurriendo,

de modo que la corriente de deflexidn S, también disminuye

con el tiempo. En este momento, el condensador C se carga por
medio de la corriente de deflexidn 54 ¥ se produce una diferen-
cia.de tensidn a través del condensador C. En el tiempo t3

en el que el transistor Qll pasa a ser no conductor, la corrien
te de deflexidn S, se anula y el transistor Q12 pasa a ser '
conductor bajo el efecto de la sefial de excitacidn Sq. Por .
consiguiente, la carga alpacenada en el condensador C se des-
carga a través del transistor le ¥y por tanto una corriente
atraviesa la bobina de deflexidén I en la direccidén negativa

de modo que auﬁente con el tiempo. En el tiempo t4 el tran-
sistor Q12 pasa a ser no conductor y el transistor Qll pasa

a ser nuevamente conductor bajo elefecto de la sefial de ex-
citacidn Sl que tiende a producir la circulacidn de subcorrien-
te de emisor. Sin embargo, en este momento, una corr;eﬁte ne-
gativa (vease flecha b en Figura 3) circula a través de la

bobina de deflexidén L, de modo que el transistor Qqq es po-

T

larizado en sentido inverso. De este modo, la corriente que
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circula a partir de la bobina de deflexién L carga el con-
densador Cl' En este caso, no se tiene en cuenta el conden-
sador de acoplamiento C porque su capacidad es bastante im-
portante. Por consiguiente, la bensidén terminal e a través
del condensador C, aumenta instantaneamente para producir
una tensidén de impulso el cual es el impulso de retorno. ILa
anchura del impulso de retorno es determinada por uﬁ circui-
to resonante que consiste en el coundensador Cl’ el condensa-
dor 02 que puede estar sustancialmente conectado en paralelo
sobre el anterior, y el yugo o la bobina de deflexibén L, que-
dando asi determinado el periodo de retorno Tr' La tensidn
terminal e se aplica a través del circuito diferenciador 16
a la puertadel GCS 18 como sefial de activacidn en el tiempo
t4, y el GCS 18 pasa a ser conductor en el tiempo tys ¥2 que
la tensidn terminal e pasa a ser supérior en varias veces a
la tensibn e’ que existe a través del condensador 02 Yy se
carga a través del diodo 15 y por consiguiente, el potencial
de la puerta pasa a ser superior al potencial del cétodo. Una
corriente de anodo S5 del GCS 18 toma la forma de onda de
corriente que se representa en la figura 4C, E1l condensador
02 se carga con la constante de tiempo determinada por su ca-
pacidad y el valor de resistencia de una resistencia 17 co-
nectada al dnodo del GCS 18, y la tensién e’ a través del
condensador 02 aumenta hasta el valor de la segunda fuente
de tensién E2, segln se indica en la figura 4 D. En este caso,
su forma de onda estd representada por la curva S6 en la fi-
gura 4 D,

Después de transcurrir un cierto tiempo a partir del
tiempo t,, el transistor Qg e8 saturado por la sefial de ex-

citacién 5,, de modo que su tensibén de emisor, es decir el
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impulso de retorno pueda aumentar bruscamente hasta la ten-
sidn E2 de la segunda fuente de tensidn representada como
tensién del periodo de retorno entre los tiempos &y ¥ t, en
la figura 2F. En este caso, ya gue la corriente de &nodo 85
del GCS 18 fluye a través del transistor Q7 como parte de
la corriente durante el periodo de retorno Tr en razbdn de
la activacién del transistor Qy1s la corriente de énodo 85
del GCS 18 pasa a presentar la forma de onda que se indica
en la Figura 4C, Inmediatamente antes del momento t5 en el
cual se termina el periodo de retorno Tr, el transistor Qll
se mantiene en estado de saturacidén y su tensidén de emisor
es elevada, Sin embargo, después de transcurrir un cierto
tiempo después del tiemp;‘ts, la tensidn de emisor del tran-
sistor Qll disminuye y su corriente de emisor disminuye pro-
grgsivamente con el resultado de oue la tensgién en su colec—
tor pasa a tomar un valor elevado en comparacidén con el de
su emisor. De este modo, el espacio puerta-cadtodo del GCS 18
se polariza en sentido inverso y por tanto GCS 18 se bloquea.
En este moménto, la tensién terminal e’ del condensador C,
disminuye hasta el valor de la tensidn EO de la primera fuen-
te de tensién. Eso quiere decir, que el GCS 18 es activado
por la tensidn e que aparece & través de la bobina L durante
el periodo de retormo Tr solo, pero es bloqueado cuando lle-
ga el periodo de exploracidn T

Cuando se bloquea el GCS 18, el transistor Q1 recibe
la tensidn Ey de la primera fuente de tensidn y su tensidn
de emisor pasa a ser la caida de tensibn producida pof la
forma de onda de tensidn que se representa en la Figura 4F
que disminuye progresivamente en razdén de la circulacidn de

la corriente a travds de la bobina de deflexién L y de la

v
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resisténcia de la bobina de deflexidn I durante el periodo

de exploracidn entre los tiempos ta ¥y t3. Esto quiere decir
que una tensidn de salida aparece en el emisor del transistor
Qll la cual es la tensién 87 que se representa en la Figura 4F,
En la PFigura 4E, la curva S8 representa la forma de onda de
corriente que circula a través del diodo 15 cuando el GCS 18
esté bloqueado, y cuando el GCS 18 estéd aétivado, ninguna
corriente circula a través del diodo 15 en razdn del hecho

de que el diodo 15 esti polarizado en sentido inverso en este
momento.

Como puede verse en la descripeidén del funcionamiento
que se da mds arriba, la etapa de salida que consiste en los
transistores 0y, ¥ Q5 recibe la tensién E, de:la segunda
fuente de tensidn durante el periodo de retorno Tr, y recibe
la tensidn E, de la primera fuente de tensidn que le sirve
de tensidn de excitacidén durante el periodo de exploracién
T, como tensién de funcionamiento.

Se estudiari ahora el rendimiento a la salida del
circuito de acuerdo con el invento. Teniendo en cuenta la
energia consumida en el transistor M1 la componente de ten~
sibén de la energia consumida en el transistor Qll durante
el periodo de exploracidn Ts es solamente la parte triangular
representada en sombras en la Fiéura 4F, es decir, la parte
rodeada por las curvas de tensidn S7 y EO entre los tiempos
t2 Yy t5’ Esta parte corresponde a la porcidn triangular ro-
deada por las curvas de tensidn 82 Yy EO’ en la Figura 24 de
la técnica anterior.

Por consiguiente, se entenderd fécilmente que la
energia consumidaén el transistor Qll’ la cual es el producto

de la componente de corriente representada por la parte tri-
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1 angular indicada en sombras en la Figura 4B que corresponde

a la porcidn triangular representada en sombrasg en la Figura
2B por la parte triangular representada en sombras en la
Pigura 4F, se reduce considerablemente en comparacién con la

5. técnica anterior. En otras palabras, con el presente invento,
se evita el consumo de energia inutil producido por la ten-
sidn no utilizada que corresponde a la parte rodesda por las
lineas de puntos en la Figura 2A de la téenica anterior. En
el presente invento, ya que puede descartarse el suministro

! .10 de energia a partir de la segunda de fuente de tensién que

» 4 tiene el valor Esn, la energia suministrada a partir de la

fuente de tensidén en el circuito es sustancialmente la misma
que la de la técnica anté;ior y por tanto el rendimiento de
la salida aumenta mucho.

- 15 Como se ve claramente en la descripeidn que antecede,
en él presente invento se utiliza y se controla el GCS 18 para
aplicar la segunda tensidn E2 a la etapa de salida solamente
durante el periodo de retormno Tr, de modo que el rendimiento
a la salidaTaumenta y por tanto es suficiente utilizar una

20 energia a la entrada igual a la mitad o a la cuarta parte de
la técnica anterior. Ademds, el consumo de energia disminuye
y el periodo de retorno T, L =/ 11.—5252——— /7 eun el cual
ep representa la tensidén terminal de la bobina de deflexidn
L, Ip—p el valor de cresta de la corriente de deflexidn a

25 través de la bobina L, y 1L una inductancia de la bobina L
que puede ser cortocircuitada de modo que el rendimiento del
invento es relativamente elevado. Con relacidén a este, la
pérdida en el colector de los transistores Qll y Qlaldel

circuito push-pull 11 de salida Ginica disminuye también y

30 por tanto el circuito segin el invento estd .eximido de la
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necesidad de utilizar transistores costosos y otros componen—
tes adicionales,

Se describird ahora otre modo de realizacidn del in-
vento con referencia a la figura 5 que es lalmisma que la
figura 3% salvo que el diodo 14 del condensador Cl utilizados
en la figura 3 no se utilizan en esta, Con el modo de reali-
zacidén de la figura 5, la corriente que fluye a través de la
bobina de deflexidén I carga un condensador directo que esté
montado sustancialmente en paralelo con ella para sumentar
le tensién terminal de la bobina de deflexién L durante el
periodo de retorno Tr y para hacerque el GCS 18 sea conductor
de modo que se obtenga el mismo efecto que en el primer modo
de realizacidn. h

La figura 6 repregenta otro modo de realizacidn del
invento en el cual en lugar de utilizar el impulso gemerado
a través de la bobina de deflexidén L para controlar el estado
de CONEXION-DESCONEXION del GCS 18, se emplea un transistor
le que recibe una sefial de conmutacidn Ss relacionada con
los periodos de exploracidén y de retorno, y se aplica a la
seilial de salida procedente del transistor Q13 a través de un
transformador 19 a la puerta del GCS 18, En un dispositivo
de este tipo, la conductividad del GCS es controlada mediante
el control de los estados de CONEXION y DESCONEXION del tran—
sistor lew

En lugar del GCS 18 que se utiliza en la Figura 3%,
puede utilizarse un SCR. En tal caso, si la constante de tiem~
po determinada por el condensador C, y la resistencia 17 se
elige de modo que sea igual aproximadamente a la mitad del
periodo de exploracidén Tr’ el SCR pasa a ser no conductor

cuando la corriente de carga del condensador 02 que fluye a
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través del SCR pasa a ser inferior a la corriente que sirve
para mantener conductor el SCR, y coreste tipo de funciona-
miento el SCR puede ser utilizado en lugar del GCS 18 de la
Figura 3.

Se observard que el alcance del invento no se limita
a los modos de realizacidn descritos mis arriba., A titulo de
ejemplo, las primera y segunda fuentes de tensibén suministran
tensiones EO y E2 de valor positivo respectivamente, en los
modos de realizacidén que anteceden, pero pueden ser sustitui-
das por fuentes de tensidn negativa respectivamente. fr tal
caso, el valor absoluta de la segunda tension Es deberf{ ser
elegido de modo que sea superior al de la primera tensidn EO
Yy ios transistores que forman la etapa de salida, los dis-
positivos de conmubtacién etc. se conectarén con polaridades
tales que las corrientes que fluyen a través de ellos sean
inversas de las de los modos de realizacidn anteriores.

En cualquier caso, es importante que el valor absolu-
to de la segunda tensidn se elija superior al de la primera
tensién y que la etapa de salida esté conectada a la sesunda
fuente de tensidn durante los periodos de retorno solamente,

Se observard que los peritos en la materia podrin
realizar numerosas variaciones y modificaciones sin saiirse
del espiritu y alcance de los conceptos nuevos del invento.
Por consiguiente, el alcance del invento se determinarid sola-
mente por medio: de las reivindicaciones adjuntas,

En resumen, la Patente de Invencidn que se solicita

deberd recaer sobre las siguientes:
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i - REIVINDICACIONES

l.-Mejoras introducidas en un circuito de defle-
xién que tiene un primer terminal de tensidén destinado a co-
nectarse a una primera fuente de tensién; y un circuito de salid
que;incluye un par de transistores conectados en amplificador
pusﬁ—pull de salida dnica y una bobina de deflexién conectada
a la extremidad d salida de dicho par de tramsistores, estando
dicha bobina de deflexidén alimentada con una corriente d¢ defle-
sién durante los periodos de exploracidn y de retorno, caracteri
zadas porque un elemento unidireccional estéd conectado entre di-
cho primer terminal de tensidén y una extremidad de dicho circui-~
to de salida; un segundo terminal de tensidn esti previsto para
conectarse a una segunda fuente de ténsién; un dispositivo de
conmutacidén estd conectado entre dicho sgundo terminal de ten-
sidn y dicha extremidad del cif&uito de salida; y un dispositive
de control sirve para controlar la conductividad de dicho dispo-
sitivo de conmutacidn en respuesta a la transiciénrentre los pe-
riodos de exploracién y de retorno. -

2.~ Mejoras segin 1a_reiviﬁdicacién 1, caracterizadas
porque dicho sesundo terminal de tensidn recibe una tensidn que
tiene un valor absoluto superior al valor absoluto de la tensidn
aplicade a dicho primer terminal de tensidn. .

3.~ Mejoras segin la reivindicacién 2, caractermzadas
porque dicho dispositivo de control incluye unos medlos para
suministrar una sefial de control que varia en respuesta a la
transicidén entre los periodos de exploracién y retorno, a dicho
dispositivo de conmutacidén, para que dicho elemento de conmuta-

ciéu pase a ser no conductor durante el periodo de exploracidén

~y conductor durante el periodo de retorno.

4,- Mejoras segin la reivindicacidén 3, caracterizadas
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- porgue dicho Gispositivo de control incluye ademds unos me-

dios para producir dicha gefial de control en réspuesta 2 un
impulso obtenido en.la extremidad de salida de dicho par de
transistores. B

5.~ Mejoras segﬁn la reivindicacién 3, caracteriza-
das porque dicho dispositivo de‘conmutacién incluye un tiristor
semi-conductor gque tiene una puerta y porque dicho dispositivo
de control esti conectado a esta puerta.

6.- Mejofas segin la reivindicacidén 5, caracteriza-
das porque dicho dispositiveo de confrol incluye un circuito
diferenciador conectado entre dicha puerta de dicho tiristor
semi-conductor y la extremidad de salida de dicho par de tran-
sistores. _ -

7.- Mejoras segin la reivi dicacidn 6, caracteriza-
das ademds porgue incluyen un elemento unidireccional suplemen-

tario conectado entre dicho tiristor semi-conductor y dicha

‘extremidad del circuito de salida.

8.~ Mejoras segin la reivindicacidén 1, caracteriza-
das ademés porque incluyen un condensador conectado a dicha
extremidad del circuito de salida.

9.- Mejoras segin la reivindicacién 8, caracteriza-
das ademés porque incluyen un condensador suplementario- conec-
tado en serie con dicha bobina de deflexidn.

10.~ Mejoras segun la reivindicacién 9, caracteriza-
das ademds porque incluyen un segundo condensador suplementa-
rio conectado a la extremidaq de salida de dicho par de transis-
tores. . |

11.- Se reivindica por 4ltimo, como objeto.sobre el
que ha de recaer la Patente de Invencidn quese solicita por:

MEJORAS INTRODUCIDAS EN UN CIRCUITO DE DEFLEXION.
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Todo conforme queda descrito y reivindicado en la
presente Memoria descriptiva que consta de diecisiete ﬁé&gg;:
mecanografiadas y dibujos adjuntos.

Madrid, 28 de Diciembre de 1973
BERNARDO, UNGRIA
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